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前  言
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本标准由全国半导体设备和材料标准化技术委员会(SAC/TC203)归口。
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太阳能级多晶硅锭、硅片晶体
缺陷密度测定方法

1 范围

本标准规定了太阳能级多晶硅锭、硅片的晶体缺陷密度测定方法,包含方法概要、试剂和材料、仪器

和设备、试样制备、测试步骤、数据处理、精密度、干扰因素和报告。

本标准适用于太阳能级多晶硅锭、硅片晶体缺陷密度的测定。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T6379.2—2004 测量方法与结果的准确度(正确度和精密度) 第2部分:确定标准测量方

法重复性与再现性的基本方法

GB/T25915.1—2010 洁净室及相关受控环境 第1部分:空气洁净度等级

GB/T29054 太阳能级铸造多晶硅块

GB/T29055 太阳电池用多晶硅片

3 方法概要

用硝酸、氢氟酸混合液对硅片表面进行化学抛光,再使用重铬酸钾、氢氟酸混合液腐蚀硅片,硅晶体

缺陷被优先腐蚀,使用显微镜观察试样腐蚀表面,可观察到硅片的晶体缺陷特征并对缺陷计数。

通过对不同位置的硅锭取样硅片样片,测量得到不同部位硅片样片的晶体缺陷密度,其最终结果可

以表征硅锭的晶体缺陷密度。

4 试剂和材料

4.1 重铬酸钾:分析纯。

4.2 氢氟酸:质量分数40%,电子级。

4.3 硝酸:质量分数65%,电子级。

4.4 化学腐蚀抛光液:V氢氟酸∶V硝酸=1∶4。

4.5 去离子水:电导率小于或等于1μS/cm。

4.6 无水乙醇:密度0.79g/mL,分析纯。

4.7 重铬酸钾溶液:质量浓度44g/L。称取44g重铬酸钾置于烧杯中,用去离子水完全溶解后,移入

1000mL容量瓶中,用去离子水稀释至刻度,混匀。

4.8 Secco腐蚀液:由氢氟酸和重铬酸钾溶液配制的混合液,V氢氟酸∶V重铬酸钾溶液=2∶1。

4.9 压缩空气或氮气。
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